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1)

2)

3)

(3-03/07/99) (a) Projete o circuito da figura abaixo para estabelecer uma tensdo de dreno de 0,1V (Rp).
(b) Qual ¢ a efetiva resisténcia entre o dreno e a fonte neste ponto de operagao (rps)?. Seja Vr =1V e
K’,(W/L) = ImA/V>.

Vpp = +5V

(3-03/07/99) Para o transistor PMOS no circuito &a figura abaixo K’, = SUA/VZ, (W/L) = 25 ¢ [Vop| = 1V.
Para I = 100pA, encontre as tensdes Vgp € Vsg para (a) R=0Q, (b) R=10KQ, (¢) R=30KQ e (d) R=100KQ.

+10V

(3-03/07/99) Os  Transistores MOSFET no circuito da figura abaixo sdo casados com
K’o(W/L) =K’,(W/L) = 50pA/V? e [V =2V, a resisténcia R, = 10MQ. Para G e D (a) quais as correntes
de drenos Ip; e Ip,? (b) para r,=o qual o ganho de tensdo do amplificador de G para D? (c) para
o = [Val/Ip; [Va| = 180 V qual o ganho de tensdo para o amplificador de G para D?. (d) Se uma fonte de
sinal com resisténcia série de 1MQ for acoplada através de um capacitor (C = o) na porta dos transistores,
qual o ganho de tensdo do amplificador v4/v;?

+5V

R,

-5V
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4) (3-06/12/99) Para o transistor PMOS no circuito da figura abaixo K’, =8 HA/V?, (W/L) = 25 e [Vp| = 1V. Para
I=100pA, encontre as tensdes Vgp € Vg para (a) R=0Q, (b) R=10KQ, (c) R=30KQ ¢ (d) R=100KQ.

5) (3-05/07/00) Para o espelho de corrente mostrado na figura abaixo todos os transistores possuem L =2um. Além
disso: W;=W;=W,=2um. As correntes s30: Irgr=20uA; I,=100uA e Is=40uA. a)Projete o valor de R;
b) Calcule W, e Ws e ¢) Para que o circuito se mantenha trabalhando efetivamente como espelho de corrente qual
devera ser: Vomax € Vsmin?

517y
K% = Cou i = 30pA/V? Q2 |F—|at
K5 = Cox tta = 90pA/V? Vv, |
VTN = 0,8V :[2 ll IR_EFl
1
Vip=-0,9V - E

6) (3-05/07/00) Para o circuito da figura abaixo: K’,(W/L) =250puA/V 2 Vip=-1,5V e V,=50V. Calcule o Ganho
A, =v,/v, e aresisténcia de entrada R;. b) Verifique a maxima excursao do sinal de saida (para o transistor saturado).
1570

4[
=/ 3

100 @

I
: 10K f 10KG
= R.]' —
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7) (3-02/04/01) Considere o amplificador CMOS da Figura abaixo quando fabricado com os dados indicados

abaixo, onde o ganho 4, = ‘% =-100 % e a resisténcia R, vista pelo terminal de saida v, ¢ igual a

2MQ. Calcule: (a) Ip; , (b) (%} e(c)R.

:‘*’DD
= ];:T.—{ Q1 Vo =10V o0 k' = 2k, = 2()()/“%2
r 1
W I, L),
o
Q3 Q2 r
.

8) (3-02/04/01) Sabendo que no circuito da figura abaixo apenas os transistores Q1 e Q2 tém a funcao de

amplificar e os demais funcionam apenas como espelhos. Calcule: (a) 4, = % e (b) a resisténcia R, vista

pelo terminal de saida v,.
® VoD Vpp =10V

Ky = 24k, = 100“‘%/2

B Q2
Qmj' Qpy E
! a 120%@) Vi[=50V - |V,|=1VF

. ), ), )
(D) e [o e )W, W)

vy - o

. 4 ) -2

9) (3-02/04/01) Os transistores MOSFET no circuito da figura abaixo sdo casados com
K’o(W/L) =K’,(W/L) = 75uA/V2 e [V1| =1V, a resisténcia R, = I0MQ. (a) Quais as correntes de drenos I,
e Ipx? (b) para r, = «© qual o ganho de tensao do amplificador de G para D? (c) para r, = [Val/Ip; [Va| = 180
V qual o ganho de tensdo para o amplificador de G para D?. (d) Se uma fonte de sinal com resisténcia série
de 1MQ for acoplada através de um capacitor (C = ) na porta dos transistores, qual o ganho de tensdo do
amplificador v4/v;?

+5V

Go N °D

-5V
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10) (3-13/08/01) Considere o amplificador CMOS da Figura abaixo quando fabricado com os dados indicados
abaixo, onde o ganho A4, = ‘% =-100 % e a resisténcia R, vista pelo terminal de saida v, ¢ igual a

0,5MQ. Além disso, o amplificador foi projetado para ter um vy minimo de 0,5V. Calcule: (a) Ip;,

(b) (%1 e(c)R.

:VDD
R ]| a Vop =10V o Ky = 2K 200/
I
- of  [Vu|=100V Vi |=15V T g
1,:;:_;| 1D2
Q3 2 ;
X

11) (3-13/08/01) Sabendo que no circuito da figura abaixo apenas os transistores QI e Q2 tém a funcdo de

amplificar e os demais funcionam apenas como espelhos. Calcule: (a) 4, = ‘% e (b) aresisténcia R, vista

pelo terminal de saida v,.

® V0D Voo =10V gm =30%gm
K. = 24K = 100“"/

+ N > P VZ
QPEI_ _Pl E‘ 120%@) IV |=50V o |Vi|=1V

§ o). ). ),
tonua(]) co—| @ ]}7—{[1@ W )W)

v
vy — [

g - (WL)Z -

12) (3-19/12/01) Para o circuito da figura abaixo encontre V e I sabendo que pn,Cox = 2,5 n,Cox = 20uA/V?,
Vin=-Vp=1V,A=0,L; =L, =10um, W; =30um e W, = 75um.

‘u’ll
2

Qy
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13)(3-19/12/01) (a) A circuito abaixo mostra um amplificador CASCODE. Note que o circuito consiste de um
amplificador Q; (fonte comum) que alimenta a entrada do outro amplificador Q, (porta comum). Vy;,s € uma
fonte de polarizacdo DC. Os transistores sdo polarizados com uma fonte ideal de corrente de valor L.
Considerando gmy, = 0 calcule (a) R, e (b) 0 ganho de tensao A, = v,/Vvi.

o0, "
1";rl::-ias 2
*—| O
v; 1 RD
Figura 1

14) (3-19/12/01) Para o transistor PMOS no circuito da figura abaixo K’, = SUA/VZ, (W/L) =25 ¢ [Vp| = 1V.
Para I = 100pA, encontre o valor de R para: (a) Vsp = Vsa/2 ; (b) Vsp = Vsa/10.

—

10V R

15)(3-19/12/01) Considere o amplificador CMOS da Figura abaixo quando fabricado com os dados indicados
abaixo. O amplificador foi projetado para ter um vp maximo de 9,5V (sem levar o transistor Q,.para a

regido de triodo). Calcule: (a) (%) ,(b) 4, = v—‘{e (©) R,.

. Vi

VoD
:

B Vo, =10V - k', = 2k, = 200/
23 Q2

Vi =150V o |Vy|=12V o 22 ==
17 Iy, 19
50KQ | 4—‘ v /L »

g 2 7))

16) (E-12/07/00) Para o circuito da figura abaixo: K’ ,(W/L) = 250p.A/V2, Vp=-1,5V e V,=50V. Calcule o Ganho
A, =v,/vs e aresisténcia de entrada R;. b) Verifique a méxima excursdo do sinal de saida (para o transistor saturado).

15V

4[
=/ 3

100 @

IUKﬂf 10K
R.]' —_ —_—
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17) (E-27/08/01) Para o circuito da figura abaixo: K’ ,(W/L) = 250puA/V2 Vip=-1,5V ¢ V4 =50V. a) Calcule o Ganho
A, =v,/v, , b) resisténcia de entrada R, e a resisténcia de saida R,. ¢) Verifique a maxima excursdo do sinal de saida
(para o transistor saturado).

15V

4[
F—— 3

100

F IDKﬂf IDKQ 4—|
R

18) (E-22/02/02) (a) A circuito abaixo mostra um amplificador CASCOUD Note que o circuito consiste de um
amplificador Q; (fonte comum) que alimenta a entrada do outro amplificador Q, (porta comum). Vy;,s € uma
fonte de polarizagdo DC. Os transistores sdo polarizados com uma fonte ideal de corrente de valor I
Considerando gmy, = 0 calcule (a) R, e (b) o ganho de tensao Ay = vy/vi.

I
Yo

v, 02 ‘1
Vx'._| 1 F,

19) (2-20/07/00) Para o espelho de corrente mostrado na figura abaixo todos os transistores possuem L =2um. Além
disso: W;=W;=W,=2um. As correntes sdo: Izgr=20unA; I,=100pA e Is=40pA. a)Projete o valor de R;
b) Calcule W, ¢ W5 e ¢) Para que o circuito se mantenha trabalhando efetivamente como espelho de corrente qual
devera ser: Vomix € Vsmin?

K’p = Cox tp = 30pA/V?
K’ = Cox Hn = 90pA/V?
Vin =08V
Vip =-0,9V

Ws
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20)(2-03/09/01) Considere o amplificador CMOS da Figura abaixo quando fabricado com os dados indicados

abaixo. O amplificador foi projetado para ter um vp maximo de 9,5V (sem levar o transistor Q,.para a

regido de triodo). Calcule: (a) (%j ,(b) 4, = v—‘{e (c) R,.
Vi

1

VoD
:

J Voo =10V o k', = 2K, 200”7

Q3 Q2
1D2

Vi[=150V - |v|=12V . -2
., ) Iy 19
S0KG g W
sk v
2 L1

—

+

—y

21) (2-04/03/02) (a) A circuito abaixo mostra um amplificador CASCODE. Note que o circuito consiste de um
amplificador Q, (fonte comum) que alimenta a entrada do outro amplificador Q, (porta comum). Vs ¢ uma
fonte de polarizagdo DC. Os transistores sao polarizados com uma fonte ideal de corrente de valor I.
Considerando gmy; = 0 calcule (a) R, e (b) o ganho de tensdo A, = vy/vi.
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Respostas
1 a) Rp=12,4KQ b) rps=253Q
2 a) VSDZZV VSGZZV
b) VSDZIV VSG:2V
¢) Vsp=0,236V Vs5=3,236V
3 a) ID1: ID2:0,2251’I1A
b) Ay=-3000 V/V
c) Ay=-115,35V/V
d) Ay=-115,75 V/V
4 a) VSD:2V VSG:2V
b) VSDZIV VSGZZV
C) VSD:0,236V VSG:2,236V
d) Vsp=0,05V Vs5=10,05V
5 a) R=147250Q2
b) Wr=10pum Ws=4um
¢) Vomax=3,845V
d) Vsmin—=-4,34V
6 a) A,=-3,2759V/V
b) Ri=2338657,52Q2
¢) Vimax=1,1491V
7 a) ID1: ID2:12,5}J,A
b) W/L=1
c) R=342KQ
8 a) Ay=2083,33
b) R=5/12MQ
9 a) Ip;=Ip,=600pA
b) Ay=-6000V/V
c) Ay=-88,66V/V
d) Ay=-88,78V/V
10 a) Ip=100pA
b) (W/L)=2
¢) R=40KQ
11 a) Ay=-38,01V/V
b) R,=4906,8Q2
12 a) V=1,5V [=7,5pA
13 a) Ro=ro1+ rootgmaro1roz
b) Av=-gmiro1(gmaro2t1)
14 a) R=10KQ
b) R=25920Q
15 a) W/L= 1,747
b) A,=-149,98V/V
c) R;=429,21KQ
16 a) A,=-3,287 V/V Ri=2,33MQ
b)[Volmax=1,15V
17 a) Ay=-3,287V/V
b)Ri=2,33MQ R,=4519,2Q2
C) [Volmax =1,15V
18 a) Ro= ro1+ rootgmaroiroz
b) Ay=-gmiro1(gmaroat1)
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19 a) R=147250Q2

b) Wo=10pm Ws=4um

¢) Vbomax=3,845V Vpsmin=-4,34V
20 a) W/L =1,747

b) Ay=-140V/V

¢) Ry=429,2KQ
21 a) Ro= ro1tro2tgmoroiroz

b) Av=-gm1Vo1(gm2vo2t1)
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